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(54) 반도체 장치의 캐패시터 제조방법

요약

  하부전극용 비정질 실리콘막을 희생막 제거 전에 다결정 실리콘으로 변형시키고 상기 희생막 제거 용액을 상기 다결정
실리콘과의 선택비가 높은 식각 용액을 사용하는 반도체 장치의 캐패시터 제조방법에 관한 것이다. 개구부들과 희생막 상
에 비정질 실리콘막을 증착하는 단계와 상기 비정질 실리콘막이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 비정질 실리콘
막 상에 매립용 물질막을 형성하는 단계와 상기 매립용 물질막 및 상기 비정질 실리콘막을 상기 희생막의 표면이 노출될
때까지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막을 서로 노드 분리시키는 단계와 노드 분리된 비정질 실리콘막을 어닐(ANNEAL)
장비에서 600℃ 내지 700 ℃ 온도범위에서 열처리 공정을 수행하여 다결정 실리콘막으로 변형하는 단계와 평탄화된 매립
용 물질막 및 희생막을 상기 식각저지막과 상기 다결정 실리콘막과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF) 대 초이온수
(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부전극이 형성되는 단계를 구비하는 것이 특징이다. 이로써, 캐패
시터 쓰러짐을 방지하며, 커패시턴스를 크게 하는 캐패시터 하부전극를 높일 수 있는 여유가 생기게 된다.

대표도

도 3i

명세서

도면의 간단한 설명

  도 1a 내지 도 1j는 종래 기술의 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도이다.

  도 2는 비정질 실리콘막의 열처리 온도에 따른 스트레스 곡선을 나타내는 도이다.

  도 3a 내지 도 3i는 본 발명의 실시예1에 따른 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도
이다.

  도 4a 내지 4b는 온도와 시간에 따른 비정질 실리콘막의 결정화 상태를 분석한 XRD(X-Ray Diffractometer) 그래프이
다.
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  도 5a 내지 도 5f는 본 발명의 실시예2에 따른 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도
이다.

  도 6은 종래기술로 제조된 캐패시터와 본 발명에 따라 제조된 캐패시터와의 누설전류 특성을 보여주는 그래프이다.

  도 7a 내지 7b는 종래기술로 제조된 웨이퍼와 본 발명에 따라 제조된 웨이퍼에서 2 비트 단락(bit fail) 검사 결과를 나타
내는 도이다.

  <도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

  10, 200 : 반도체 기판 20, 210 : 소자 분리막

  30, 220 : 패드 40, 230 : 비트라인

  50, 240 : 콘택 플러그 60, 250 : 식각저지막

  70, 260 : 희생막 80, 270 : 개구부

  90, 280 : 비정질 실리콘막(하부전극) 100, 290, 410 : 매립용 물질막

  110, 300, 420 : 유전체막 120, 310, 430 : 상부전극

  400 : 다결정 실리콘막 500 : 다이

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

  본 발명은 반도체 장치의 캐패시터 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는 하부전극용 비정질 실리콘막을 희생막 제
거 전에 다결정 실리콘으로 변형시키고 상기 희생막 제거 용액을 상기 다결정 실리콘과의 선택비가 높은 식각 용액을 사용
하여 캐패시터 쓰러짐을 방지하는 반도체 장치의 캐패시터 제조방법에 관한 것이다.

  일반적으로 DRAM(Dynamic Random Access Memory) 장치와 같은 메모리용 반도체 장치들은 데이터나 프로그램의
명령과 같은 정보를 기억하는 장치로서 그로부터 기억된 정보를 읽어내기도 하고 장치에 다른 정보를 기억시킬 수 있다.
하나의 메모리 장치는 대개 1개의 트랜지스터와 1개의 캐패시터로 구성된다. 통상적으로 DRAM 소자 등에 포함되는 캐패
시터는 스토리지 전극(storage electrode), 유전막(dielectric layer) 및 플레이트 전극(plate electrode) 등으로 구성된
다. 이와 같은 캐패시터를 포함하는 메모리 장치의 용량을 향상시키기 위해서는 캐패시터의 정전 용량을 증가시키는 것이
매우 중요하다.

  현재, DRAM 장치의 집적도가 증가함에 따라 단위 셀(cell) 당 허용 면적의 감소가 지속되면서 캐패시터의 캐패시턴스를
확보하기 위하여, 초기에는 캐패시터의 형상을 평탄한 구조로 제작하다가, 점차로 실린더(cylinder) 형상으로 형성하고 있
다.

  하지만, 현재와 같이 0.2μm 이하의 초미세 선폭 기술을 적용한 기가급 이상의 DRAM 장치에 있어서, 허용된 셀 면적 내
에서 캐패시터가 요구되는 캐패시턴스를 가지기 위해서는 필연적으로 캐패시터의 종횡비가 증가할 수밖에 없게 되며, 이
에 따라 인접한 캐패시터들 사이에 2 비트 단락(bit fail)이 발생하는 문제점이 있다.

  도 1a 내지 도 1j는 종래 기술의 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도이다.

  도 1a를 참조하면, 반도체 기판(10)에 소자분리막(20)들, 트랜지스터(미도시), 및 패드(30)들을 형성한 후, 상기 패드
(30)들을 포함하는 반도체 기판 상에 비트라인(40)들과 상기 비트라인들 사이에 콘택 플러그(50)들을 형성한다.

  도 1b를 참조하면, 상기 콘택 플러그(50)들을 포함하는 반도체 기판 상에 식각 저지막(60)과 희생막(70)을 차례로 형성
한다.

  도 1c를 참조하면, 상기 희생막(70) 상에 포토레지스트 패턴(미도시)을 형성한 후에, 상기 포토레지스트 패턴을 이용하여
상기 희생막(70) 및 상기 식각 저지막(60)을 연속적으로 식각하여 개구부(80)들을 형성한다.

  도 1d를 참조하면, 상기 개구부(80) 내와 희생막(70a) 상에 캐패시터 하부전극용 비정질 실리콘막(90)을 증착한다.

  도 1e를 참조하면, 상기 비정질 실리콘막(90)이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 비정질 실리콘막(90) 상에 매
립용 물질막(100)을 형성한다.
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  도 1f를 참조하면, 상기 매립용 물질막(100) 및 상기 비정질 실리콘막(90)을 상기 희생막의 표면이 노출될 때까지 평탄화
하여 상기 비정질 실리콘막(90)을 서로 노드 분리시킨다.

  도 1g를 참조하면, 평탄화된 매립용 물질막(100a) 및 희생막(80a)을 상기 식각 저지막(70a)과 상기 비정질 실리콘막
(90a)과의 선택비가 높은 식각 용액을 이용하여 제거하여 실린더형 하부전극(90a)들이 형성된다.

  도 1h를 참조하면, 결과물 상에 유전체막(110)을 고온으로 증착한다. 상기 유전체막(110)이 상기 하부전극인 비정질 실
리콘막(90a) 상에 고온 증착이 되기 때문에 상기 하부전극인 비정질 실리콘막(90a)이 다결정 실리콘막(90b)으로 상 전이
(Phase Transformation) 현상이 일어난다.

  도 1i를 참조하면, 상기 유전체막(110) 상에 상부전극(120)을 형성하여 반도체 장치의 실린더 형상을 갖는 캐패시터를
제조한다.

  그러나, 도 1j를 참조하면, 상기 1j는 상기 도 1i와 같이 제조된 상태를 나타내고 있으나 점선인 A 부분과 같이 캐패시터
가 쓰러져 있는 상태를 나타내고 있다. 이러한 캐패시터의 쓰러짐 불량은 DRAM 장치의 셀 캐패시턴스를 증가시키기 위해
서는 캐패시터의 높이를 올릴 경우에 발생한다. 상기 쓰러짐 불량은 상기 도 1h의 유전체막 고온 증착 공정에서 원인의 일
부를 제공한다.

  그리고, 상기 쓰러짐 불량은 인접하는 캐패시터들 사이에 2 비트 단락(bit fail)을 발생시키며, 캐패시터의 높이를 올리는
데에 방해가 된다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

  따라서 본 발명의 목적은 상술한 문제점을 해결하기 위하여 새로운 캐패시터 제조방법을 제공하는 것이다.

발명의 구성 및 작용

  상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 제1 실시예는 콘택 플러그들이 형성된 반도체 기판 상에 식각 저지막, 희생막을
차례로 형성하는 단계와 상기 희생막 및 식각 저지막을 패터닝하여 상기 콘택 플러그의 상부 및 그 둘레를 노출시키는 개
구부들을 형성하는 단계와 상기 개구부들과 상기 희생막 상에 비정질 실리콘막을 증착하는 단계와 상기 비정질 실리콘막
이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 비정질 실리콘막 상에 매립용 물질막을 형성하는 단계와 상기 매립용 물질막
및 상기 비정질 실리콘막을 상기 희생막의 표면이 노출될 때까지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막을 서로 노드 분리시키
는 단계와 노드 분리된 비정질 실리콘막을 어닐(ANNEAL) 장비에서 600℃ 내지 700 ℃ 온도범위에서 열처리 공정을 수
행하여 다결정 실리콘막으로 변형하는 단계와 평탄화된 매립용 물질막 및 희생막을 상기 식각저지막과 상기 다결정 실리
콘막과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF) 대 초이온수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부전
극이 형성되는 단계와 상기 하부전극이 형성된 반도체 기판 상에 유전체막 및 상부전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을
특징으로 하는 반도체 장치의 캐패시터 제조방법을 제공하는 것이다.

  본 발명의 제2 실시예는 콘택 플러그들이 형성된 반도체 기판 상에 식각 저지막, 희생막을 차례로 형성하는 단계와 상기
희생막 및 식각 저지막을 패터닝하여 상기 콘택 플러그의 상부 및 그 둘레를 노출시키는 개구부들을 형성하는 단계와 상기
개구부들과 상기 희생막 상에 비정질 실리콘막 증착조건을 580℃ 이상의 온도 조건에서 수행하여 비정질 실리콘막을 다결
정 실리콘막으로 변형하여 증착하는 단계와 상기 다정질 실리콘막이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 다결정 실
리콘막 상에 매립용 물질막을 형성하는 단계와 상기 매립용 물질막 및 상기 다결정 실리콘막을 상기 희생막의 표면이 노출
될 때까지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막을 서로 노드 분리시키는 단계와 평탄화된 매립용 물질막 및 희생막을 식각저
지막과 다결정 실리콘막과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF) 대 초이온수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하
여 실린더형 하부전극이 형성되는 단계와 상기 하부전극이 형성된 반도체 기판 상에 유전체막 및 상부전극을 형성하는 단
계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도체 장치의 캐패시터 제조방법을 제공하는 것이다.

  이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예를 상세히 설명한다.

  도 2는 비정질 실리콘막의 열처리 온도에 따른 스트레스 곡선을 나타내는 도이다.

  도 2를 참조하면, X 축은 열처리 온도를 나타내며, Y축은 비정질 실리콘막의 스트레스를 나타내고 있다. ◆ 표시는 비정
질 실리콘막의 열처리 온도에 따른 스트레스 곡선을 나타내고 있으며, Ｏ 표시는 비정질 실리콘막을 650℃ 30분 동안 열
처리하여 다결정 실리콘막으로 상 전이(Phase Transformation)를 시킨 후에 재 열처리 온도에 따른 스트레스 곡선을 나
타내고 있다.

  여기서, 상기 도 1h와 도 2를 참조하여, 종래기술의 문제점인 상기 쓰러짐 불량의 요인으로는 하부전극인 비정질 실리콘
막 상에 유전체막를 고온으로 증착할 때 상기 하부막질인 비정질 실리콘막이 고온인 열처리 온도에 의하여 발생하는 스트
레스 변화 때문이라고 판단하였다.

  즉, 상기 도 2의 ◆ 표시에서 보이듯이, 상기 비정질 실리콘막이 열처리 온도의 상승에 따라 600℃ 부근에서 스트레스 곡
선이 급격하게 변화된다.

  그러나, 상기 도 2의 Ｏ표시에서 보이듯이, 비정질 실리콘막을 650℃ 30분 동안 열처리하여 다결정 실리콘막으로 상 전
이(Phase Transformation)를 시킨 후에 재 열처리 할 경우에 상기 열처리 온도에 따른 스트레스 곡선이 변화되지 않았다.
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  그러므로, 상기 쓰러짐 현상은 상기 유전체막의 고온 증착 전에 하부막질인 비정질 실리콘막을 열처리하여 상전이
(Phase Transformation)를 시키면, 다음에 실시되는 상기 유전체막의 고온 증착 시에 스트레스 변화가 없음으로 상기 캐
패시터 쓰러짐 현상을 방지할 것으로 판단하여 본 발명을 착안하였다.

  그리고, 상기 비정질 실리콘막을 상전이(Phase Transformation)하여 다결정 실리콘막으로 변형하는 공정 스텝을 희생
막 제거전에 실시하게 되므로, 이에 따른 상기 희생막을 제거하는 식각 용액을 상기 다결정 실리콘막에 식각 선택비가 높
은 식각 용액을 선택하였다.

  <실시예1>

  도 3a 내지 도 3i는 본 발명의 실시예1에 따른 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도
이다.

  도 3a를 참조하면, 반도체 기판(200)에 소자분리막(210)들, 트랜지스터(미도시), 및 패드(220)들을 형성한 후, 상기 패드
(220)들을 포함하는 반도체 기판 상에 비트라인(230)들과 상기 비트라인들 사이에 콘택 플러그(240)들을 형성한다.

  도 3b를 참조하면, 상기 콘택 플러그(240)들을 포함하는 반도체 기판 상에 식각 저지막(250)을 형성한다. 상기 식각 저
지막(250)은 실리콘 질화물과 같은 질화물을 사용하여 형성하는 것이 바람직하다.

  계속하여, 상기 식각 저지막(250) 상에 후에 형성되는 캐패시터 하부전극(미도시)을 형성하기 위한 몰드 역할을 하는 희
생막(260)을 형성한다.

  상기 몰드막인 희생막(260)은 HDP-CVD 산화물, USG, BPSG 또는 SOG를 사용하여 형성한다.

  도 3c를 참조하면, 상기 희생막(260) 상에 포토레지스트 패턴(미도시)을 형성한 후에, 상기 포토레지스트 패턴을 이용하
여 상기 희생막(260) 및 상기 식각 저지막(250)을 연속적으로 식각하여 개구부(270)들을 형성한다.

  도 3d를 참조하면, 상기 개구부(270) 내와 희생막(260a) 상에 캐패시터 하부전극용 비정질 실리콘막(280)을 형성한다.

  도 3e를 참조하면, 상기 비정질 실리콘막(280)이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 비정질 실리콘막(280) 상에
매립용 물질막(290)을 형성한다.

  도 3f를 참조하면, 상기 매립용 물질막(290) 및 비정질 실리콘막(280)을 상기 희생막(260a)의 표면이 노출될 때까지 평
탄화하여 상기 비정질 실리콘막(280)을 서로 노드 분리시킨다.

  도 3g를 참조하면, 노드 분리된 비정질 실리콘막(280a)을 어닐(ANNEAL) 장비에서 600℃ 내지 700 ℃ 온도범위에서
열처리 공정을 수행하여 다결정 실리콘막(280b)으로 변형한다.

  여기서, 상기 온도범위인 600℃ 내지 700 ℃에 대한 근거 데이터에 대하여 서술한다.

  도 4a 내지 4b는 온도와 시간에 따른 비정질 실리콘막의 결정화 상태를 분석한 XRD(X-Ray Diffractometer) 그래프이
다.

  도 4a 내지 4b는 참조하면, 상기 4a는 실리콘 결정면 111에 대한 XRD(X-Ray Diffractometer) 그래프이고, 상기 4b는
실리콘 결정면 220에 대한 XRD(X-Ray Diffractometer) 그래프이이다. 그리고 X축은 회절각(2θ, Degree)를 나타내며,
Y축은 초당 카운터된 세기를 나타낸 것이다.

  결론적으로, 온도의 증가에 따라 각각의 실리콘 결정면에 대한 피크의 세기가 커지므로 결정화된 상태는 600℃, 30분에
서 시작하여 700℃, 30분에 가장 확실하게 일어나고 있음을 알 수 있다.

  도 3h를 참조하면, 평탄화된 매립용 물질막(290a) 및 희생막(260a)을 식각저지막(250a)과 다결정 실리콘막(280b)과의
선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF)대 초이온수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부전극(280b)들
이 형성된다.

  도 3i를 참조하면, 결과물 상에 유전체막(300) 및 상부전극(310)을 형성하여 반도체 장치의 캐패시터를 제조한다.

  <실시예2>

  도 5a 내지 도 5f는 본 발명의 실시예2에 따른 실린더(cylinder) 형상을 갖는 캐패시터 제조방법을 설명하는 공정 순서도
이다.

  각 도면에 있어서, 상기 도 3a 내지 도 3g의 참조번호와 동일한 번호로 표시한 부분은 동일부재를 나타내므로 이들에 대
한 설명은 생략하거나 간단히 언급하기로 한다.
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  도 5a를 참조하면, 반도체 기판(200) 표면과 상에 소자분리막(210)들, 트랜지스터(미도시), 패드(220), 비트라인(230)
및 콘택 플러그(240)들을 형성한다. 계속하여, 상기 콘택 플러그(240)들이 형성된 반도체 기판(200) 상에 식각 저지막
(250)과 희생막(260)을 차례로 형성한 후에, 상기 식각 저지막(250)과 희생막(260)를 패터닝하여 개구부(270)들을 형성
한다.

  도 5b를 참조하면, 상기 개구부들(270)과 상기 희생막(260a) 상에 LPCVD(low pressure chemical vapor deposition)
장비에서 비정질 실리콘막 증착조건을 580℃ 이상의 온도 조건에서 수행하여 비정질 실리콘막을 다결정 실리콘막(400)으
로 변형하여 증착한다.

  도 5c를 참조하면, 상기 다결정 실리콘막(400)이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 다정질 실리콘막(400) 상에
매립용 물질막(410)을 형성한다.

  도 5d를 참조하면, 상기 매립용 물질막(410) 및 상기 다결정 실리콘막(400)을 상기 희생막(260a)의 표면이 노출될 때까
지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막(400)을 서로 노드 분리시킨다.

  도 5e를 참조하면, 평탄화된 매립용 물질막(410a) 및 희생막(260a)을 상기 식각저지막(250a)과 상기 다결정 실리콘막
(400a)과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF)대 초이온수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부
전극(400a)이 형성된다.

  도 5f를 참조하면, 결과물 상에 유전체막(420) 및 상부전극(430)막을 형성하여 반도체 장치의 캐패시터를 제조한다.

  이로써, 본 발명의 실시예에 따라 하부전극용 비정질 실리콘막을 희생막 제거 전에 다결정 실리콘으로 변형시키고 상기
희생막 제거 용액을 상기 다결정 실리콘과의 선택비가 높은 식각 용액을 사용하여 실린더형 캐패시터를 제조함으로 하부
전극용 다결정 실리콘의 프로파일이 양호하여 캐패시터의 쓰러짐 개선 및 하부전극용 다결정 실리콘의 높이를 연장될 여
유가 생기게 된다.

  < 종래기술과 본 발명에 따라 제조된 웨이퍼의 측정 및 검사 >

  <TEST1>

  도 6은 종래기술로 제조된 캐패시터와 본 발명에 따라 제조된 캐패시터와의 누설전류 특성을 보여주는 그래프이다.

  도 6를 참조하면, 종래기술로 제조된 캐패시터의 누설전류와 본 발명에 따라 제조된 캐패시터의 누설전류 차이가 없음을
확인하였다.

  <TEST2>

  도 7a 내지 7b는 종래기술로 제조된 웨이퍼와 본 발명에 따라 제조된 웨이퍼에서 캐패시터의 2 비트 단락(bit fail) 검사
결과를 나타내는 도이다.

  도 7a 내지 7b를 참조하면, 상기 도 7a는 종래기술에 따라 제조된 웨이퍼에서의 캐패시터의 2 비트 단락(bit fail)를 검사
결과를 나타내는 것이고, 상기 도 7b는 본 발명에 따라 제조된 웨이퍼에서의 캐패시터의 2 비트 단락(bit fail) 검사결과를
나타내는 것이다.

  결론적으로, 각각의 웨이퍼에서 중앙부위(B)와 측면 부위(C)에서 몇 개의 다이(500)들을 선택하여 상기 2 비트 단락은
측정하여 점으로 표시되었다. 각각의 검사된 웨이퍼에서 각 다이들에서 점의 밀도가 종래기술보다 본 발명이 적은 것으로
확인되었다. 그러므로 본 발명에 따라 형성된 웨이퍼에서 2 비트 단락이 적게 발생한다.

발명의 효과

  본 발명의 실시예에 따라 하부전극용 비정질 실리콘막을 희생막 제거 전에 다결정 실리콘으로 변형시키고 상기 희생막
제거 용액을 상기 다결정 실리콘과의 선택비가 높은 식각 용액을 사용하여 실린더형 캐패시터를 제조함으로 하부전극용
다결정 실리콘의 프로파일이 양호하여 캐패시터의 쓰러짐 개선 및 하부전극용 다결정 실리콘의 높이를 연장될 여유가 생
기게 된다.

  상기에서는 본 발명의 바람직한 실시 예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구
의 범위에 기재된 본 발명의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있
음을 이해할 수 있을 것이다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

  콘택 플러그들이 형성된 반도체 기판 상에 식각 저지막, 희생막을 차례로 형성하는 단계;
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  상기 희생막 및 식각 저지막을 패터닝하여 상기 콘택 플러그의 상부 및 그 둘레를 노출시키는 개구부들을 형성하는 단계;

  상기 개구부들과 상기 희생막 상에 비정질 실리콘막을 증착하는 단계;

  상기 비정질 실리콘막이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 비정질 실리콘막 상에 매립용 물질막을 형성하는 단
계;

  상기 매립용 물질막 및 상기 비정질 실리콘막을 상기 희생막의 표면이 노출될 때까지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막
을 서로 노드 분리시키는 단계;

  노드 분리된 비정질 실리콘막을 어닐(ANNEAL) 장비에서 600℃ 내지 700 ℃ 온도범위에서 열처리 공정을 수행하여 다
결정 실리콘막으로 변형하는 단계;

  평탄화된 매립용 물질막 및 희생막을 상기 식각저지막과 상기 다결정 실리콘막과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF)
대 초이온수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부전극이 형성되는 단계; 및

  상기 하부전극이 형성된 반도체 기판 상에 유전체막 및 상부전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도
체 장치의 캐패시터 제조방법.

청구항 2.

  콘택 플러그들이 형성된 반도체 기판 상에 식각 저지막, 희생막을 차례로 형성하는 단계;

  상기 희생막 및 식각 저지막을 패터닝하여 상기 콘택 플러그의 상부 및 그 둘레를 노출시키는 개구부들을 형성하는 단계;

  상기 개구부들과 상기 희생막 상에 비정질 실리콘막 증착조건을 580℃ 이상의 온도 조건에서 수행하여 비정질 실리콘막
을 다결정 실리콘막으로 변형하여 증착하는 단계;

  상기 다정질 실리콘막이 형성된 상기 개구부들이 매립되도록 상기 다결정 실리콘막 상에 매립용 물질막을 형성하는 단
계;

  상기 매립용 물질막 및 상기 다결정 실리콘막을 상기 희생막의 표면이 노출될 때까지 평탄화하여 상기 비정질 실리콘막
을 서로 노드 분리시키는 단계;

  평탄화된 매립용 물질막 및 희생막을 식각저지막과 다결정 실리콘막과의 선택비가 높은 식각 용액인 불산(HF) 대 초이온
수(DI)의 혼합비율이 5:1인 용해제로 제거하여 실린더형 하부전극이 형성되는 단계; 및

  상기 하부전극이 형성된 반도체 기판 상에 유전체막 및 상부전극을 형성하는 단계를 구비하는 것을 특징으로 하는 반도
체 장치의 캐패시터 제조방법.
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